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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年5月19日(2011.5.19)

【公開番号】特開2009-200514(P2009-200514A)
【公開日】平成21年9月3日(2009.9.3)
【年通号数】公開・登録公報2009-035
【出願番号】特願2009-103189(P2009-103189)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/22     (2010.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/32     (2010.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  33/00    １７２　
   Ｈ０１Ｌ  33/00    １８６　

【手続補正書】
【提出日】平成23年3月31日(2011.3.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　繰り返しパターンに形成された複数の凸部を表面に有する基板と、
　前記基板の表面に形成された、前記基板と異なる材料から成る複数の半導体層と、
　前記複数の半導体層の上に形成された、複数の開口部を有する電極と、
を備え、前記電極側から光を取り出す発光ダイオードであって、
　上面視において前記電極の開口部に前記凸部の段差が少なくとも１つ含まれることを特
徴とする発光ダイオード。
【請求項２】
　前記開口部の少なくとも一部は、周囲が閉じていない切込み形状であることを特徴とす
る請求項１に記載の発光ダイオード。
【請求項３】
　前記開口部の周長の合計をＬ、前記開口部の内側を含む前記電極の占有面積をＳとして
、Ｌ／Ｓ≧０．０２４μｍ／μｍ２であることを特徴とする請求項１に記載の発光ダイオ
ード。
【請求項４】
　前記電極の端部断面は３０°≦θ＜９０°であるテーパ角θを有することを特徴とする
請求項１乃至３のいずれか１項に記載の発光ダイオード。
【請求項５】
　前記電極が透光性電極であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の
発光ダイオード。
【請求項６】
　前記電極が、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｔｉ、Ｃｕ、Ｒｈ、Ａｕ、Ｒｕ、Ｗ、Ｚｒ、Ｍ
ｏ、Ｔａ、Ｐｔ、Ａｇ、これらの酸化物、及びこれらの窒化物からなる群から選択される
少なくとも１種を含む合金または多層膜であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれ
か１項に記載の発光ダイオード。
【請求項７】
　前記電極が、Ｒｈ、Ｉｒ、Ａｇ及びＡｌから成る群から選択された少なくとも１種を含
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むことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の発光ダイオード。
【請求項８】
　前記複数の半導体層がＧａＮ系半導体を含み、前記基板の上面から見て、前記凸部が前
記ＧａＮ系半導体のＡ軸に平行な構成辺を持たないことを特徴とする請求項１乃至７のい
ずれか１項に記載の発光ダイオード。
【請求項９】
　断面視において、前記凸部の側面は前記半導体層の積層方向に対して傾斜していること
を特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の発光ダイオード。
【請求項１０】
　前記凸部の側面の傾斜角は９０°より大きく、１６０°以下であることを特徴とする請
求項９に記載の発光ダイオード。
【請求項１１】
　前記複数の半導体層がＧａＮ系半導体を含むことを特徴とする請求項１乃至７、９、１
０のいずれか１項に記載の発光ダイオード。
【請求項１２】
　前記基板は、前記上面がＣ面であるサファイア基板であることを特徴とする請求項１乃
至１１のいずれか１項に記載の発光ダイオード。
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